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La estructura y propiedades de seroalbumina
bovina (BSA) en solución es caracterizada por
una conformación versátil que es función del
pH, fuerza iónica, etc. Foster J.F. (Journal of
American Society 3741-3745 (1960), Albumin
Structure. Function and Uses. Academic Press
1977), clasificó los conformeros de BSA como:
Confórmero E F N B A pH de transición 2,7
4,3 8 10 10 Las formas significan: E(expanded)
F(fast) N (normal) B(basic) A(aged) La BSA
(peso molecular: 66.500) es una proteína
altamente polar compuesta de 582
aminoácidos. Tiene un comportamiento
dieléctrico atípico ya que al ser disuelta,
incrementa la constante del agua en vez de
disminuirla, como hacen la mayoría de los
solutos. Se realizan mediciones dieléctricas a
distintas frecuencias a fin de obtener la
dependencia de la misma con la conformación
de la molécula.
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En este trabajo se aplica la técnica de
espectroscopía de impedancia para
caracterizar una suspensión de nistatina,
droga perteneciente al grupo de los
macrólidos poliénicos de acción fúngica con
estructura anfipática hidrosoluble y
liposoluble. Este fármaco debe ser
almacenado en condiciones de muy baja

humedad y lejos de fuentes de calor. Para el
estudio también se filtró la solución de origen
y ambas muestras fueron sometidas a
calentamiento por 2 horas manteniendo la
temperatura fija a 56°C, como una forma
artificial de envejecimiento. Las mediciones
dieléctricas se realizaron a temperatura
ambiente, en el rango de frecuencia 0,05 KHz
a 1 MHZ, utilizando la celda para líquidos HP
16451A de separación variable entre
electrodos conectada en modo 4T al
analizador de impedancia HP 4284A.
Se midieron la impedancia, la capacidad, la
resistencia, la reactancia, y el ángulo de fase
para distintas separaciones de electrodos. Esta
forma de medición se utiliza para tratar de
minimizar la influencia de la polarización de
electrodos en la determinación de la
permitividad y la conductividad. Los
resultados obtenidos permiten comparar las
propiedades dieléctricas y determinar la
influencia de la temperatura en el
comportamiento eléctrico de la suspensión de
nistatina y de la suspensión filtrada. Se
observa que la mayor variación está asociada
a la modificación de la conductividad eléctrica
mientras que la permitividad prácticamente
no varía.
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Las ceras de abeja pueden clasificarse dentro
de los materiales llamados amorfos y
consisten en una mezcla compleja de
alrededor de trescientos componentes
identificados, de los cuales los principales son
hidrocarburos, éteres y ácidos. Las
características de estos productos dependen
de las especies de abejas que las producen y
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de la flora de la región. Existen en todos los
países normas de calidad de las mieles y ceras
que establecen los parámetros de humedad,
pH, conductividad eléctrica, etc. que deben
tener esta sustancias. En la búsqueda de
métodos experimentales que favorezcan la
innovación en los procesos de control de
calidad, contaminación y degradación de
estos materiales amorfos, se ha utilizado la
espectroscopía dieléctrica de baja frecuencia
para caracterizar estos tipos de ceras. Se
midieron usando un analizador de
impedancia y una celda para sólidos, diversos
parámetros eléctricos a partir de los cuáles se
determinaron valores de permitividad y
conductividad de las mismas. Se estudiaron
muestras obtenidas de dos zonas de la
provincia de Santiago del Estero con floras
diferentes. También se estudió una muestra
de cera estampada, que normalmente es
tratada con ácido sulfúrico para su
blanqueado. Los resultados arrojaron
diferencias entre las muestras, pero los valores
obtenidos están de acuerdo con los brindados
por la literatura y con los establecidos por
normas de calidad para la permitividad y la
conductividad eléctrica respectivamente. En
el caso de la cera estampada, se espera
correlacionar los valores experimentales con
el tipo y grado de impurezas.
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En trabajos recientes se mostró que la ruptura
del oxido de gate en circuitos CMOS es
progresiva en condiciones de operación. En
este régimen pueden pasar varios años hasta
que la corriente de fuga alcance niveles
apreciables (mA) para perjudicar el
funcionamiento del circuito. Debido a su
importancia en la estimación de la vida útil
de dispositivos semiconductores, la ruptura
progresiva fue ampliamente estudiada. Para
gates de poly-Si, se observo que la evolución
de la corriente de gate durante la ruptura
cambia fundamentalmente con la tensión de

gate. En tensiones mayores a 4.5 V, la corriente
de ruptura alcanza niveles de altos (mA) en
algunos nano-segundos. Mientras a tensiones
menores, existe una transición hacia a una
ruptura más lenta fuertemente dependiente
de la tensión aplicada. Por otro lado, nuevos
materiales están siendo estudiados para
superar las limitaciones que surgen de la
reducción continua de la tecnología CMOS.
Metal gates están siendo considerados como
una posibilidad para incrementar la
transconductancia del transistor y reducir la
resistencia del gate. En particular, el
Tungsteno, es considerado para reemplazar
al poly-Si en algunas aplicaciones. Para
introducir el W como material de gate, es
necesario estimar su impacto en la fiabilidad
de estructuras MOS. Se observo que el
incremento gradual encontrado en gates de
poly-Si, no esta presente para el W. El
transiente de ruptura es generalmente un
cambio abruto de algunos nano-segundos
donde la corriente alcanza niveles de mA. La
presencia de tal comportamiento ha sido
presentada como una limitación fundamental
en la fiabilidad de metal gates. Para clarificar
la Física de degradación del spot de ruptura,
este trabajo se centra en comprender el
comportamiento de los transientes de ruptura
en óxidos ultra-delgados de SiO2 con gates de
poly-Si y Tungsteno.


